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Mitsubishi Electric lanserar en Schottky-diod av kiselkarbid
Den minskar bade stromforlust och stromforsorjningssystems fysiska storlek

TOKYO, 1 mars 2017 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag lanseringen av
en Schottky-diod av kiselkarbid (SiC-SBD) som inforlivar en JBS-struktur (junction-barrier Schottky). Den

kommer omedelbart att minska bade stromforlusten och den fysiska storleken av stromforsorjningssystem

for bland annat luftkonditionering och solcellssystem.

SiC-SBD (BD20060T) SiC-SBD (BD20060S)
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Produktegenskaper

1) Kiselkarbid ger lagre stromférbrukning och mer kompakt storlek

- En forbattrad energiférbrukning innebér en besparing pa ungefar 21 % i jamforelse med silikonprodukter

(Si)

- Det genererar hoga switchfrekvenser och en storleksminskning av perifera komponenter som reaktorer

2)  Okad tillforlitlighet tack vare JBS-strukturen (junction-barrier Schottky)

- Schottkybarridaren kombineras med p-n junction
- JBS-strukturen bidrar till en hog tillforlitlighet

Saljschema
Serie Modell Kapsel Specifikation Frakt
BD20060T TO-220 1 mars 2017
SiC-SBD 20A/600V
BD20060S TO-247 1 september 2017
Huvudspecifikationer
Modell BD20060T | BD20060S
Specifikation 20A/600V
Okade oregelbundna framspanningsfall 155A (8,3 ms, sinusvag)
Diodens framatspanning 1.35V
Kapsel TO-220 TO-247
Matt 10,1x29,0 mm 15,9%x41,0 x5,0 mm

Mitsubishi Electric borjade kommersialisera effektmoduler som inforlivade SiC-enheter ar 2010, och har

sedan dess fortsatt att bidra till att miniatyrisera och ©ka energieffektiviteten av véxelriktarsystem.

Efterfragan har okat efter energieffektiva stromforsorjningssystem till luftkonditionering, solcellssystem,

med mera, och konsumenter véljer allt oftare produkter som inforlivar SiC-SBD.

Miljomedvetenhet

Produkterna uppfyllerdirektivet for begransning av anvandningen av vissa farliga dmnen i elektriska och

elektroniska produkter (RoHS) 2011/65/EU.

Observera: Utvecklingen av dessa produkter har delvis gjorts med stéd av Japan’s New Energy and Industrial Technology
Development Organization (NEDO).
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Om Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har 6ver 90 ars erfarenhet av att tillhandahalla tillforlitliga

och hogkvalitativa produkter och &r en erk&nd global ledare inom tillverkning, marknadsforing och

forsaljning av elektrisk och elektronisk utrustning som anvands i behandling av information och

kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-,

transport- och byggutrustning. Mitsubishi Electric stravar efter att vara ett globalt och ledande gront foretag

som berikar samhallet med teknik genom att anamma andemeningen i foretagets motto, Changes for the

Better, och dess miljoredovisning, Eco Changes. Foretaget noterade att koncernens forsaljning hamnade pa

4 394,3 miljarder yen (38,8 miljarder dollar*) under rakenskapsaret som slutade den 31 mars 2016.

Besok foljande for mer information:

www.MitsubishiElectric.com

*Med en vaxelkurs pa 113 yen till den amerikanska dollarn, vilket ar kursen som givits av Tokyobdrsen den
31 mars 2016
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